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Институту СВЧПЭ РАН – 15 лет
 С.Гамкрелидзе, д.т.н.1

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки "Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой 
электроники Российской академии наук" (ИСВЧПЭ РАН) был создан 
Постановлением Президиума РАН № 109 от 16 апреля 2002 года по 
инициативе члена-корреспондента РАН Владимира Григорьевича 
Мокерова, который и стал первым его директором. С самого 
начала деятельности учреждения его работу поддержали ведущие 
ученые страны – лауреат Нобелевской премии академик Жорес 
Иванович Алфёров, академики Юрий Васильевич Гуляев, Александр 
Леонидович Асеев, Юрас Карлович Пожела. C января 2014 года 
учредителем ИСВЧПЭ РАН выступает Федеральное агентство 
научных организаций.

30 лет назад В.Г.Мокеров начал работу 
по формированию научного коллек-
тива института: в 1983 году – в составе 
отдела НИИ молекулярной электро-
ники и  завода "Микрон" (г. Зеле-

ноград), а  с  1989-го – в  составе Центра Института 
радиотехники и  электроники им. В.А.Котельникова 
РАН. В  созданном В.Г.Мокеровым научном коллек-
тиве с  1983  года трудится заведующий лаборато-
рией, д. ф.‑ м. н. Г.Б.Галиев. В  2002  году ИСВЧПЭ 
РАН стал самостоятельной организацией, которую 
член-корреспондент РАН В.Г.Мокеров возглавлял до 
2008 года. В 2008–2009 годах институтом руководил 
д. ф.‑ м. н. Ю.А.Матвеев, с 2010 по 2016-й – профессор 
П.П.Мальцев, д.т.н., заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации. С 2016 года институт возглавляет 
д.т.н., профессор С.А.Гамкрелидзе.

Возраст 70% сотрудников научного коллектива инсти-
тута не превышает 39 лет.

Деятельность института связана с проведением фун-
даментальных и  поисковых исследований, приклад-
ных разработок в области сверхвысокочастотной (СВЧ) 
и  крайне высокочастотной (КВЧ) полупроводниковой 
электроники по следующим направлениям:
 •	 технология и физика квантово-размерных структур, 

разработка новых классов высокочастотных гетеро-
структурных приборов;

 •	 расчет и  моделирование гетероструктурных унипо-
лярных и  биполярных приборов для частот до 200–
250 ГГц и выше;

	 1	 ИСВЧПЭ РАН, директор, профессор.

 •	 разработка систем на кристалле с  интегрирован-
ными антеннами и  усилителями (диапазон частот 
до 50–250 ГГц) и гетероструктурных СВЧ монолитных 
интегральных схем для систем беспроводной связи, 
бортовых радаров, радиоуправляемых взрывателей, 
высокочувствительных радиометров и т. д.;

 •	 микро- и нанотехнологии формирования короткока-
нальных гетероструктурных СВЧ-приборов, создание 
терагерцовых устройств для частот от 300 до 900 ГГц;

 •	 разработка технологий производства новых материа
лов и структур для СВЧ- и КВЧ-электроники.
ИСВЧПЭ РАН – лидер в  России в  сфере разработки 

технологий изготовления изделий СВЧ-электроники на 
основе нитридных гетероструктур. Развитие приборов 
на нитриде галлия является приоритетным направле-
нием СВЧ-электроники в России и в мире.

В  институте создан дизайн-центр моделирования, 
проектирования и  технологической разработки нано-
гетероструктурных СВЧ-транзисторов и  СВЧ моно-
литных интегральных схем, которым руководит глав-
ный конструктор – заместитель директора по НИОКР 
Ю.В.Фёдоров. Разрабатываемые инновационные тех-
нологии апробируются на базе технологического ком-
плекса института, который постоянно совершенствуется 
и  оснащается новым технологическим и  контрольно-
измерительным оборудованием.

ИСВЧПЭ РАН поддерживает тесные научно-про-
изводственные связи с  ведущими предприятиями 
радиоэлектронной промышленности: АО  "ГЗ "Пуль-
сар", АО "НПП "Исток" им. А.И.Шокина", АО "НПП "Пуль-
сар", ОАО "ОКБ-Планета", ОАО "НИИМЭ и  завод 

"Микрон", АО "НПО "Орион", ПАО "Радиофизика" (входит 
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в  АО  "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), ОАО "Радиосвязь" 
и  др. Основная форма сотрудничества – совместное 
выполнение НИОКР в рамках государственного оборон-
ного заказа, государственных программ развития обо-
ронно-промышленного комплекса и радиоэлектронной 
промышленности.

В настоящее время ИСВЧПЭ РАН организует систему 
комплексной логистики по внедрению результатов 
исследований и  разработок непосредственно в  про-
мышленное производство ведущих предприятий – изго-
товителей перспективных изделий СВЧ-электроники. 
Для этого по инициативе ИСВЧПЭ РАН создан Центр 

"Электронная компонентная база СВЧ-техники, пер-
спективные технологии и  материалы", который обе-
спечивает оперативное организационно-техническое 
и  научно-производственное взаимодействие сторон 
при выполнении ОКР, прежде всего по импортозаме-
щению ЭКБ, и  выполнении фундаментальных, поис-
ковых и прикладных исследований по формированию 
научно-технического задела в области СВЧ-приборов 
и  устройств, в  частности, на базе новых физических 
принципов.

В  ИСВЧПЭ РАН проводится постоянно действую-
щий семинар "Потенциальные возможности созда-
ния наногетероструктур для терагерцового диапазона 
частот (свыше 300 ГГц) телекоммуникационных систем", 
которым руководит член-корреспондент РАН, д. ф.‑ м. н. 
В.И.Рыжий.

Результаты исследований по созданию твердотель-
ных терагерцовых устройств признаны научным сооб-
ществом России. Итоговые научные публикации сотруд-
ников института в  2017  году приведены в  списке лите-
ратуры [1–12].

За выдающиеся научные результаты коллектив 
ИСВЧПЭ РАН награжден Почетной грамотой ФАНО 
России в связи с 15-летием.
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